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Формирование доменных структур различной конфигурации в сегнетоэлектрических кристаллах представляет большой фундаментальный и практический интерес. С одной стороны, процессы переполяризации под действием внешних и внутренних электрических полей раскрывают многие закономерности в физике диэлектрических кристаллов. С другой стороны, сегнетоэлектрические кристаллы с образом сформированными доменными стенками перспективны для создания новых устройств на стыке электроники, оптики и механики.
В работе были исследованы электрофизические свойства заряженных междоменных границ в конгруэнтных монокристаллах ниобата лития (LiNbO3) неполярного x-среза, прошедших восстановительный отжиг в бескислородной атмосфере. Для формирования доменных стенок в кристаллах использовали диффузионный отжиг в условиях аут-диффузии оксида лития из кристаллов. Далее проводили восстановительный отжиг при температуре 1000 °C в атмосфере N2. Исследования проводили с помощью силовой микроскопии пьезоэлектрического отклика (СМП) и проводящей сканирующей микроскопии (c-AFM) на микроскопе MFP-3D Stand Аlone.
Было установлено, что доменные стенки типа «хвост-к-хвосту» являются непроводящими и демонстрируют вольтамперные характеристики, аналогичные объему материала, в то время как доменные стенки типа «голова-к-голове» проводят электрический ток, образуя канал в диэлектрическом материале, обладающий повышенной электропроводностью и демонстрирующий мемристивные свойства.
Доменная граница типа «голова-к-голове» характеризуется высокой электропроводностью по сравнению с прилегающими монодоменными областями. Ток на такой границе достигает значений 117 пА при сканировании методом c-AFM с напряжением 7 В.

Ток на доменной границе типа «хвост-к-хвосту» при сканировании методом c-AFM практически не отличается от объёмного, граница такого типа слабо визуализируется методом ТАСМ. Увеличение напряжения позволяет визуализировать доменную стенку, однако этого напряжения становится достаточно для поляризации приповерхностного инверсного домена по всей площади сканирования, что в свою очередь вносит искажения в изображение и сильно уменьшает контраст картины
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